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Improvement of quality of graphene by the thermal decomposition of a SiC substrate  
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背景 我々は特異な光電子物性を有するグラフェンを利得媒質とする新たなテラヘルツ光源の開

発を進めている．テラヘルツ帯で利得を得るためには，キャリア運動量緩和時間が長い，すなわ

ち結晶品質の高いグラフェンが必要である[1]．本研究では，グラフェンの製膜に SiC 基板の熱分

解法を用い[2]，その製膜条件を最適化することで，従来より結晶品質の高いグラフェンを得るこ

とができたので報告する． 

実験結果 熱分解を行う基板には，Ⅱ-Ⅵ社製半絶縁性 6H-SiC 基板 C 面を使用した．超高真空中

で 30 分間，800 ℃で degas を行い，その後大気圧 Ar ガス雰囲気中において加熱し，SiC 基板上

にグラフェンを製膜した．SiC 基板の熱分解法は，高温で SiC 基板を加熱することで Si 原子が脱

離し，残った 6√3 ×6√3 の C 原子が自己整合的に sp
2結合してグラフェン化する手法である．

SiC 基板の加熱温度は，Si原子の脱離速度と残留する C原子のグラフェン化を律速する[3]．また，

加熱の際に導入する Arガスの流量によって，Si原子の脱離速度を制御できる．C 原子ネットワー

クを乱すことなく均一に Si原子の脱離を促進させ，かつ，結晶性が高く欠陥の少ないグラフェン

化を促進し得る製膜条件として，従来の条件（Ar ガス流量：0.1 slm，加熱温度：1390 ℃，加熱

時間：10 分間 (Sample A)）に対して，本研究では，Arガス流量を 0.5 slm，加熱温度を 1420 ℃，

加熱時間を 5 分間に設定し，グラフェンを製膜した(Sample B)．作製したグラフェン上の 50 m

×50 m の領域をラマン分光計測し，G ピークの二次元面内分布によって評価した．グラフェン

の sp
2混成軌道に起因する G ピークの半値幅をヒストグラムで解析したところ(Fig.1)，測定した面

内で従来条件よりも低い半値幅が一様に得られた(Fig.2)．また，G ピークと D ピークの強度比も

従来条件よりも一様に高い値が得られた。従って，SiC 基板の熱分解条件の最適化によって，よ

り結晶品質の高いグラフェンを得ることができたといえる． 
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Fig. 1. Histogram of FWHM of G peak.        Fig. 2. Distribution of FWHM of G peak. 
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